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ELEKTRIK / DC VE AC DEVRELERI

KONDENSATORUN (SIGACIN) YUKLENMESIi VE
BOSALTILMASI

DENEY
PROSEDURLER

» DC devre besleme gerilimi agik ve
kapali oldugunda yiiklenirken ya
da bosalirken kapasitoriin karsisin-
daki gerilimi 6l¢iin

« Yiikleme ve bosaltma icin yarilan-

AMAG

Kapasitoriin karsisindaki gerilimin kapasitor yiiklenirken ya da bosaltilirken zamanla nasil

degistiginin incelenmesi

OZET

Bir DC devresinde akim yalnizca belli noktada gli¢ acildiginda ya da kapaniginda akar. Akim
ma siiresini belirleyin. kapasitoriin, karsisindaki gerilim verilen gerilime esit olana kadar sarj olmasini saglar. Gl¢ kapa-
tildiginda kapasitor karsisindaki gerilim sifir olana kadar bosalir. Kapasitér geriliminin zaman kar-
« Yarilanma siiresinin kapasiteye sinda cizilmesi Ustel egri olarak gosterilebilir yani gerilim yarilanma stresi adi verilen T, , sabit
ve dirence nasil baglh oldugunu periyodunun boslugunda yarim olarak diser. Gerilim yarimdan ¢eyrege be ¢eyrekten sekizde

inceleyin bire distliiglinde ayni periyot (stireg) geger. Yarilanma siiresi kapasiteye ve kapasitériin bosaldi-

g1 direncle orantilidir.

GEREKLI CIHAZLAR

Miktar Cihazlar Uriin no.
1 Bilesenler igin Fisli Pano 1012902
1 Rezistans 470 Q 1012914
1 Rezistans 1 kQ 1012916
1 Rezistans 2.2 kQ 1012918
3 Kapasite 1012955
1 Fonksiyon Jeneratori FG 100 (230 V, 50/60 Hz) 1009957 veya

Fonksiyon Jeneratorii FG 100 (115 V, 50/60 Hz) 1009956
1 USB Osiloskop 2x50 MHz 1017264
2 HF kablosu, BNC/4 mm soket 1002748
1 Takim 15 deney kablosu, 75 cm 1 mm? 1002840
1 10’lu Atlama Teli Seti 1012985

TEMEL ILKELER

Bir DC devresinde akim yalnizca belli noktada gii¢ acildiginda ya da

kapaniginda akar. Akim kapasitoriin, karsisindaki gerilim verilen geri-
lime esit olana kadar sarj olmasini saglar. Gli¢ kapatildiginda kapasi-
tor karsisindaki gerilim sifir olana kadar bosalir. Kapasitor geriliminin

zaman karsinda cizilmesi Ustel egri olarak gosterilebilir.

C kapasiteli bir DC devresi, direng R ve DC gerilimi U, igin asagidaki
denklem besleme acik oldugunda uygulanir:
tin2

0} Uty=Uo-(1—e ™)

Asagdidaki denklem gli¢ beslemesi kapali oldugunda uygulanir:

7tvln2
) Ut)=Uo-e T,
oldugunda
(3) T.=In2-R-C
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T,, yarilanma zamanidir, yani bosalan kapasitoriin karsisindaki gerilim
T,, zamaninda yariya inecektir. Gerilim yarimdan ceyrege be ceyrek-
ten sekizde bire distliglinde ayni periyot (slireg) geger.

Bu acilar denklemde incelenecektir. Kapasitor geriliminin zamanla
nasil degistigi bellekli osiloskop kullanilarak kaydedilir. DC gerili-

mi U, 8 V’ye ayarlanacaginda, yarim, ceyrek ve sekizde bir degerlerin
okunmasi kolaylasir.

Sekil 1: Yiikleme ve bosaltma osiloskop ile kaydedilirken kapasitor kar-

sisindaki gerilim izleyiciler
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DEGERLENDIRME

Yarilanma zamaninin uzunlugu icin yiklenen ve bosalan izlerin fark-
Il bélimler tzerinde yapilan 6l¢lim sonuglarinin hepsinin eslesmesi
egdrinin beklenen Ustel dogada oldugunu dogrular, (1) ve (2)'ye baki-
niz. Direncin ve kapasitenin fonksiyonu olarak 6élgllen yarllanma
zamani gizimleri her iki durumda da orijinden ¢ikan diiz dogruya
uyduklarini gésterir, (3)’e bakiniz.
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Sekil 2: Direncin R fonksiyonu olarak yarilanma zamani T, ,
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Sekil 3: Kapasitenin C fonksiyonu olarak yarilanma zamani T, ,
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Sekil 4: R*C trunlnun fonksiyonu olarak yarilanma zamani T, ,



